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аттенюаторов для поверхностного монтажа. № 1, с. 86. 

Юбилеи 

Арменскому Егению Викториновичу - 85 лет. № 5, с. 91. 
Бархоткину Вячеславу Александровичу - 70 лет. № 1, с. 91. 
К 90-летию со дня рождения Гуськова Геннадия Яковлевича. № 5, с. 92. 
Копаеву Юрию Васильевичу - 70 лет. № 1, с. 89. 
Королеву Михаилу Александровичу- 75 лет. № 2, с. 94. 
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95 лет со дня рождения Курбатова Леонида Николаевича. № 1, с. 93. 
К 100-летию со дня рождения Лукина Федора Викторовича. № 4, с. 95. 

Орликовскому Александру Александровичу - 70 лет. № 4, с. 90. 

К 90-летию со дня рождения Преснухина Леонида Николаевича. № 4, с. 92. 

Конференции. Семинары. Выставки 

Вторая Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Аюуальные проблемы 

информатизации. Развитие информационной инфраструюуры, технологий и систем». № 6, с. 88. 

15-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов 

«Микроэлектроника и информатика - 2008». № 1, 4-я стр. обложки. 

П Московская межвузовская научно-практическая конференция «Студенческая наука». № 1, с. 25. 

Российско-Баварская конференция по биомедицинской технике (RВС-2008). № 3, 2-я стр. об­
ложки. 

IV Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, 
технике и образовании». № 3, 3-я стр. обложки. 

Вернер В.Д., Сауров А.Н., Резнев А.А. Выбор тактики и стратегия производства изделий элек­

троники (выставка «Продуктроника - 2007», r. Мюнхен, Германия). № 4, с. 80. 

Об итогах 15-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспиран­

тов «Микроэлектроника и информатика - 2008». № 4, с. 88. 

Об итогах Девятой Международной конференции «Исследование и применение нанотрубок» 

(r. Монтпелье, Франция). № 5, с. 89. 
VIII Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи. № 5, с. 90. 

Памяти Курова Грациана Александровича. № 4, с. 98. 
Памяти Мурыгина Виктора Ивановича. № 5, с. 94. 
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